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— ■ (54) Title: THIN-LAYER LIGHT-EMITTING DIODE CHIP AND METITOD FOR THE PRODUCTION THEREOF 
(54) Bezeichnung: DONNSCHICHT-LEUCHIDIODENCHIP UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG 



(57) Abstract: A thin-layer light-eniit- 
2 2 ^"fi diode chip (5) comprising a sequence 

^ of epitaxial layers (6) which are arranged 

on a carrier element (2) and which are 
provided with an active area (8) producing 
electromagnetic radiation, in addition to 
a reflecting layer (3) which is arranged 
on a main surface of the sequence of 
epitaxial layers (6) oriented towards the 

carrier element (2) and which reflects 

^ -/ ^ at least one part of the electromagnetic 

radiation produced in the sequence of 
epitaxial layer (6) back to said layer, 
wherein a structured layer (I) is airanged 
on a radiation decoupling surface (7) of 

the epitaxial layer facing away from the carrier element (2), said structured layer containing glass material and being provided with 
structuring which comprises projections (5) which are tapered in the direction of the radiation decoupling surface (7) and which 
have a lateral grid size which is smaller than the wavelength of electromagnetic radiation emitted from the sequence of epitaxial 
layers (6). ITic stractured layer (1) is advantageously applied as spin-on glass and is structured by grey tone lithography. 

(57) Zusanunenfassung: Es wird cin Diinnschicht-Lcuchtdiodcnchip (5) mit cincr auf cincm Tragcrelcmcnt (2) angcordneten Epi- 
taxieschichtenfolge (6), die eine elektromagnetische Strahlung erzeugende aktive Zone (8) aufweist, und einer an einer zu dem 
Tragerelement (2) hin gewandten Hauptflache der Epitaxieschichtenfolge (6) angeordneten reflektierenden Schicht (3), die zumin- 
dest einen Teil der in der Epitaxieschichtenfolge (6) erzeugten elektromagnetischen Strahlung in diese zurtickreflektiert, beanspnicht, 
bei dem auf einer vom TrSgerelement (2) abgewandten StrahlungsauskoppelflSche (7) der Epitaxieschichtenfolge (6) eine struktu- 
rierte Schicht (1) angeordnet ist, die ein Glasmaterial enthait und eine StiTikturierung aufweist, die nebeneinanderiiegende, sich in 
Richtung von der Strahlungsauskoppelfiache (7) weg veijUngende VorsprUnge (5) umfaBl, die ein laterales RastermaB kleiner als 
cine Wcllcnliinge einer aus der Epitaxieschichtenfolge (6) emittierten elektromagnetischen Strahlung aufweiscn. Die strukturicrtc 
Schicht (1) wird vorteilhaft als Spin-on-Glas aufgcbracht und durch Grautonlithographic strukturicrt. 
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